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 第 2 章では、MOSFET のゲート・チャネル方向に着目して、デバイス特性の高性能化手法を提案する。初め
に、高誘電率(High-k)ゲート酸化膜の誘電率を高くすると、フリンジ電界によってデバイス特性が劣化する問題
を Double Gate MOSFET を用いて検証する。特に、Double Gate 構造では、DIBL(Drain Induced Barrier 
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Lowering)効果によるデバイス特性の劣化が顕在化することが示される。一方、理想的なゲート制御性が得られ
るため、上記縦型ボディ チャネルトランジスタにより、フリンジ電界をDouble Gate 構造と比較して 1/3 以下
に抑制できることが定量的に示され、微細化のみに頼らずともデバイスを高性能化できることが定量的に示され


































































を用いることで、閾値電圧分布幅 150 mV以下の達成が期待でき、微細加工のみに頼ることなく、30 nm世代のリ
ソグラフィ技術で、20 nm世代以降の超高記憶密度 NANDメモリが実現できることが定量的に示される。閾値電圧
分布幅 150 mV以下は、読出し余裕 150 mV、最大読出し電圧 5 Vとしたときの 4 bit/cell動作の性能に匹敵し、
研究開発段階の多値動作の性能に匹敵する。以上より、三次元ナノドット型 NANDメモリには十分なポテンシャル
があることが示された。 
第6章は総括で、本研究で得られた成果をまとめて記述している。 
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